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Résumé:
Les nanotubes de carbone (NTC) intéressent vive@eobmmunauté scientifique au vu de leurs progsiéthimiques,
mécaniques et électriques remarquables. Les preg@smplis ces derniers quinze ans sont considgradil reflétent bien
l'importance attribuée au NTC dans I'essor des meiemces et nanotechnologies. lls sont déja spoilet d’étre exploités
dans de nombreuses applications telles I'émisstochdmp, les transistors a effet de champ, lescon@exions entre niveaux
dans les circuits intégrés etc. La diversificatinces applications requiére le contréle des péxcétila compréhension des
parameétres clés gouvernant leur croissance, facdleinsi une partie importante des rechercheslletu Généralement, on
distingue deux catégories de nanotubes : les naestmono-feuillet (SWNT) constitués d’un seul agtim et les multi-feuillets
(MWNT). Récemment, une attention toute particuligiest portée sur les nanotubes double-feuille/KO) ou possédant
peu de parois (Few Walled Nanotube —FWNT). Cesiderrsemblent bénéficier des avantages des deliktefamie NTC et
ont par conséquent un tres fort potentiel appficati
Les procédés de synthése a température modérémigppat trés attrayants pour les applicationsNI&s. Ils se regroupent
en deux grandes familles: (i) le dépbt chimiquepdase vapeur en présence d'un plasma (PECVD -Rld&smhanced
Chemical Vapor Deposition) et (ii) le dépdt chimggassisté par la température uniquement (CVD). deasx techniques
permettent d’abaisser la température de synthé&@0¢€) et d’obtenir une croissance localisée arpdes sites catalytiques
prédéfinis, mais seul le premier assure, via lasgmée d'un champ électrique, une croissance de MUiG-orientés
perpendiculairement au substrat.
Dans cette présentation, nous montrerons les plitgsitilu procédé ECR (Electronic Cyclotron Resaeg+PECVD pour la
synthése a basse température de SWNT, FWNT et d&NMWtientés. A travers des études cinétiques, mogtrons en
évidence les paramétres clés a considérer poyntaése de SWNT ou des nanotubes possédant parals. e rdle majeur
joué par le mélange gazeux utilisé pour cette gggthsera notamment souligné. Nous discuteroneifieadt des propriétés
d’émission de champ de SWNT/FWNT synthétisés aebsapérature (partir de 450°C) sur aluminium.
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